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【背景】 

GaNを利用したパワーデバイスの実用化には，絶縁膜/GaNの界面制御技術の確立が課題である．ま

た絶縁膜/GaN 界面の基礎的研究も GaN パワーデバイスの発展において重要である．本研究グループ

では，界面改質技術として高圧高温の水蒸気により熱処理を行う高圧水蒸気処理(High Pressure Water 

Vapor Annealing : HPWVA)を用いており，これまでの研究から絶縁膜/GaN MOSキャパシタの電気的

特性向上に効果があることが分かっている[1-3]．一方，SiO2/GaN界面では GaOX層を形成させること

でMOS特性が向上することが報告されている[4]．そこで，本研究では HPWVAを用いて低温で GaN

表面に極薄 GaOX層を形成させた試料に対してMOS特性を評価した． 

【実験方法】 

GaN基板上に 400℃, 0.5 MPa, 処理時間 30 minで HPWVAを行った．その後，TEOSを用いたプ

ラズマ CVD法により SiO2を 300℃で 100 nm堆積した．比較用に絶縁膜堆積後に HPWVA を施した

試料，HPWVA無し(w/o HPWVA)試料も作製した．その後 XPSを用いて HPWVAによる GaN基板表

面の酸化状態を評価した．また，電気的特性評価として C-V測定を行った．  

【実験結果】 

GaN基板に対して HPWVA無しと HPWVAを施した試料の XPSから得られた Ga 2p3/2スペクトル

の結果をそれぞれ Fig. 1(a)と(b)に示す．HPWVAにより Ga-O結合の割合が増え，GaN基板表面が酸

化されていることが分かる．分光エリプソメトリーを用いて膜厚測定を行った結果，およそ 0.6 nm の

GaOX 層が形成されていることが確認された．また，High-Low 法によって求めた界面準位密度(Dit)の

結果を Fig.2 に示す．絶縁膜堆積前の HPWVA 試料と絶縁膜堆積後の HPWVA 試料とで界面準位密度

が同様に低減していることが明らかになった．これより絶縁膜堆積後に HPWVA を施した試料でも同

程度の GaOX層が SiO2/GaN 界面に形成されていることが示唆される．したがって HPWVA によって

SiO2/GaN界面に極薄酸化層を形成することによって界面欠陥が低減することが明らかになった． 
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Fig. 1 XPSによる組成評価 (a)w/o HPWVA (b) HPWVA Fig. 2 HPWVAによる界面準位密度の変化 
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